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カーボンナノチューブ（CNT）を用いた薄膜トランジスタ

ー（TFT）や透明電極など、ランダムネットワークから形成

されるデバイスでは、その伝導機構や実効的な伝導経路

の形成過程は、依然として不明な点が多く、それらを特定

する事で、デバイス特性の向上やバラツキの抑制が期待

できる。そこで、NPF に導入されているナノプローバー

（日立ハイテク：N6000SS）による、電子線照射による電

流変動を、実空間でマッピングする事により、実効的な伝

導経路を可視化・解析する事を目標としている。 

１．概要（Summary） 

 

 今回用いたのは、高純度に半導体・金属分離作業を

行った高純度半導体インクを用いて作製した CNT－

TFT デバイスに、ナノプローバー中で電子線照射を行い、

その時の電流変動を単探針EBACモードにより計測を行

った。今回用いた試料には、ビーム照射熱抵抗変化

（IR-OBIRCH）測定を行った際の、レジスト保護膜が試

料上に約半分程度残っており、その残膜からのコンタミネ

ーションが、実際の測定では影響を及ぼした。 

２．実験（Experimental） 

 

Fig.1 は、実際の試料の電極パッド上に探針を落とした

際の二次電子像・反射電子像・EBAC 像である。画像か

ら明らかに様に、二次電子像や反射電子像に比較して、

EBAC 像での電極パッドのコントラストが極端に落ちてお

り、電極パッドから探針へ、上手く照射電流が到達してい

ないことが分かる。加速電圧を増加させても、電極部のみ

コントラストが上昇している事からも、上記の事が裏付けら

れる。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

これは、針当てを常に SEM 画像下で行う必要が有り、

Dip コートしたレジスト残膜からのコンタミネーションが、常

に探針・電極パッド間に形成されてしまうために、接触抵

抗が高抵抗化し、電極パッドが上手く観測されなかったと

推測される。その為、現在清浄な試料を作製し再測定を

行う予定である。 
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Fig.1 Secondary Electron, Back Scattered Electron, 
EBAC and EBAC (High Voltage) images. 
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